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报告摘要：
[bookmark: OLE_LINK134][bookmark: OLE_LINK133][bookmark: _Toc49682562][bookmark: OLE_LINK4]SiC MOSFET辐射损伤与栅氧长期可靠性
（中科院新疆理化技术研究所）
摘  要
SiC功率器件所具有的高温、高压及高频工作的优异性能，使其不仅在商业，在航天领域也有巨大的应用前景。
航天发射成本高昂，电子系统一般情况下无法维修、更换，而功率器件又是电力变换和驱动的核心，因此SiC功率器件不仅需要保证其在使役期内的高可靠性，同时也需要可预测的寿命保障。而目前的总剂量和单粒子辐射损伤试验评估技术，并没有涵盖对SiC功率器件的长期可靠性考核内容。
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK5]中科院新疆理化技术研究所在对辐射损伤造成的SiC MOSFET的在参数、性能等的变化研究基础之上，对影响SiC MOSFET空间使用寿命的关键问题——栅氧长期可靠性进行了较系统、深入的研究，并将SiC MOSFET空间辐射环境下的适应性研究由即时辐射效应推进到了与时间因素紧密相关的长期可靠性研究领域，进一步加深了我们对SiC MOSFET辐射损伤规律和可靠性变化机制的认识。
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余学峰，男，1964年生，中科院新疆理化技术研究所研究员，博士生导师。 从1986年起一直从事半导体辐射物理研究工作，主持完成了国家“863”、“973”、 “科技支撑”及国家科学自然基金等多项重要课题的研究任务，在星用微电子器件辐射效应、损伤机理及抗辐射加固工艺研究等方面，取得多项重要研究成果。
余学峰同志曾获得第六届中国优秀科技青年奖、中科院科技进步一等奖，新疆维吾尔自治区科技进步一、二、三等奖，享受国务院颁发的政府特殊津贴，发表论文100余篇。
          
主要研究领域：
1. 电子器件辐射效应与损伤机理研究；
2. 星用电子器件可靠性保障技术和评估方法研究；



